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一、單選題 (33 每題 3.03 分共 100 分) 

(A )1.已知一放大電路電壓增益 Av 為 200，電流增益 Ai 為 50，

則其功率增益 Ap(dB)為多少？ (A) 40dB (B) 80dB 

(C) 250dB (D) 10000dB 

( C )2.圖 1 中 Av、Ri、Ro 分別代表各級放大器之電壓增益、

輸入及輸出阻抗，試問整個電路的電壓增益 VO/Vin約為 

(A)200 (B) 144  (C) 115  (D) 98 

圖 1

 
( B )3.兩級放大器串接，第一級、第二級電壓增益分別為 13dB、

27dB，中頻段輸入信號為 0.4sin(62800t)V，負載為 8Ω，

試求此串級放大在高截止頻率的功率為？ (A)100W 

(B)50W (C) 25W (D)12.5W 

( D )4.如圖 2 放大器其輸入阻抗及負載阻抗分別為 1KΩ及

100KΩ，電壓增益為 1000 試求分貝功率增益 Ap (dB)=？ 

(A)100 (B) 80  (C) 60  (D) 40   dB 

圖 2 

( D )5.對 0 dBm 的敘述中何者為錯誤？ 

(A)以 1mW 為基準功率 (B)以 600Ω的參考電阻 

(C)流經參考電阻的電流約 1.29mA (D)參考電阻上的壓

降為 7.75V 

( C )6.如圖 3 電路，兩級串接放大電路，若 rπ1= rπ2= 1KΩ， 

β1 =β2 = 100， 試求其輸入阻抗 Ri=？ 

(A)400 kΩ    (B)80 kΩ    (C)1 kΩ   (D) 0.8 kΩ 

( C )7.如圖 3 兩級串接放大電路，若 rπ1= rπ2= 1KΩ， 

β1 =β2 = 100，試求其總電壓增益 AVT=？ 

(A)160000 (B) 8000  (C) 16000  (D)10000 

圖 3 

( C )8.如圖 4 為達靈頓（Darlington）電路，若 Q1、Q2特性完全

相同，且β= 99，rπ= 1KΩ，其輸入阻抗 Ri約為多少？ 

(A)100kΩ    (B)101kΩ    (C)5MΩ    (D)10MΩ 

圖 4 圖 5 

( B )9.續上題電路，其輸出阻抗 Ro約為多少？ 

(A)0.1Ω    (B) 10Ω   (C) 1kΩ   (D) 100KΩ 

( B)10.續上題條件試求總電流增益 AiT=io/ii 電壓增益

AVT=Vo/Vi分別為(A)10000，0.99  (B)5000，0.99  (C)100，

10000  (D) 0.99，5000 

(  B )11.如圖 5 所示為疊接放大電路，其 VBE1= VBE2=0.7V，

VT=26mV，β1 = β2 = 100，試求VCE1=？ 

(A)0.75V  (B)1V  (C) 1.95V  (D) 2.3V 

 

( C  )12.續上題條件試求總電壓增益AVT =∣Vo/Vi∣=？ 

(A)83.5  (B)75  (C) 50  (D)38.5 

( B  )13.一單級放大器其高截止頻率 fH=100KHZ，低截止頻率

fL=640HZ，試求將兩個相同電路串接後其系統的 fH2與 fL2

分別為 

(A) 64 KHZ ，409.6HZ  (B)64KHZ ，1k HZ  

(C)128KHZ ，1k HZ  (D)156.25 KHZ，1k HZ  

(  D )14.如圖 6 三級串接放大器，若輸入電壓 Vi = 5mV，求輸

出電壓 Vo為多少？ (A)6V  (B)8V  (C)10V   (D)25V 

圖 6 

( D)15.對–3dB 點的敘述下列何者為錯？(A)又稱半功率點 

(B)係指截止頻率點(高、低截止頻率點) 

(C)指此電壓增益為中段平坦處的 0.707 倍 

(D)指此功率增益為中段平坦處的 0.707 倍 

( D  )16.下列何者不是變壓器耦合放大器的優點？ 

(A)功率轉移效率高    (B)提供前後兩級之阻抗匹配    

(C)提供直流隔離作用  (D)電路設計簡單，成本低廉 

( A)17. RC 耦合串級放大低頻增益衰減的主要原因是由？造成 

(A) 耦合電容 (B)極際電容 (C)雜散電容 (D)分佈電容 
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 ( A)18.如圖 8 若變壓器次級圈連接 10kΩ負載，求初級圈交流

等效電阻 Ri為多少？ 

(A)250 kΩ    (B)50kΩ    (C)2kΩ    (D)400Ω 

圖 7 

( B )19.對串級放大電路耦合方式的敘述中下列何者錯誤？ 

(A)RC 耦合串級放大轉移效率低 

(B)變壓器耦合串級放大轉移效率高且隔雜音效果佳 

(C)直接耦合串級放大沒耦合元件低頻響應良好 

(D)變壓器耦合方式最耗成本且雜音干擾多最不被採用 

( A )20.下列符號中，哪一個是 N 通道的 JFET？ 

(A)  (B)  (C)  (D)

 

( D )21.下列符號中，哪一個是 N 通道增強型 MOSFET? 

(A)  (B)  (C)  (D)

 

( B )22.N 通道增強型 MOSFET 的閘源極電壓 VGS應如何才能

使汲極電流 ID導通？  

(A)VGS > 0，VGS < VT (B)VGS > 0，VGS > VT  

(C)VGS < 0，VGS < VT (D)VGS < 0，VGS > VT 

(B )23.某 N 通道 JFET 截止電壓 V4)( offGSV ， V2GV ，VD= 

3V，且源極電壓 VS=0V，試判斷此工作於？ 

(A)歐姆區    (B)夾止區(飽和區)    

(C)截止區    (D)崩潰區 

(A )24.某一 N 通道增強型 MOSFET 之 K = 0.5mA/V
2，臨界電壓

VT =4V，當 VGS =2V 時，其 ID為  

(A)0mA (B)0.125mA (C)1.0mA (D)2mA   

( D )25. 接面場效電晶體（JFET）的工作原理是控制  

(A)通道接面的電流   (B)通道中的導電係數  

(C)通道中的載體濃度 (D)通道空乏區的厚度 

(  C )26. 欲使 FET 正常工作，下列敘述何者正確？ 

(A)P 通道 JFET 之 VGS為負值  

(B)N 通道 JFET 之 VGS為正值  

(C)N 通道 MOSFET 增強型之 VGS為正值  

(D)P 通道 MOSFET 增強型之 VDS為正值 

( C )27.下列何者為 N 通道 MOSFET 空乏型電晶體 VGS--ID特性

曲線？ 

(A)     (B)    

  (C)     (D)  

 (B )28.場效電晶體的放大電路中，何種組態的輸出與輸入信號

反相？ 

(A)共汲級(CD )   (B)共源級(CS)  

(C)共閘級(CG)   (D)共射級(CE) 

( B)29.場效電晶體的結構中若閘極未加偏壓時，汲極與源極間未

有實質通道的是(A) JFET (B) 增強型 MOSFET 

(C) 空乏型 MOSFET (D) 前三者皆非 

( C  )30.對於 N 通道 JFET 而言，當工作於飽和區時，其電壓

限制為何？(A)VGD ≤ VGS – VP (B) VGS ≤ VP  

(C)VDS ≥ VGS – VP (D)VGD ≥ VP 

 (A)31. P 通道增強型 MOSFET 其臨界電壓 Vt = -2V，已知 VG= 

0V， VS= 4V，欲使此元件工作於夾止區(飽和區) 則

VD(max)= ？V  

(A) 2V  (B)3V  (C)4V  (D) 5V 

( A )32. N通道空乏型MOSFET其IDSS=8 mA ，VGS(OFF) = - 4V，

當 VGS =0V 時其 ID為   

(A)8mA (B)2mA (C)1mA (D)0mA   

(  B )33. P通道空乏型MOSFET其IDSS=8 mA ，VGS(OFF) = 4V，

當 VGS = 2V 時其 gm為  

(A)1 mA/ V
2
 (B) 2 mA/V (C)4 mA/V

2 (D)8 mA/V 
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